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â g

"Perfeccionamientos en elementos semi­
conductores"

ROBERT BOSCH GI.ÜBH., entidad alemana, residente en 

B reitsch eid strasse  4, SIUTI&ARI W., Alemania.

La invención se re fie re  a un elemento semi­
conductor con un cierre de m etal-resina s in té tic a , 
que se compone de una carcasa de metal ab ierta  en un 
lado y un relleno de resin a s in té tic a  gue e s tá  cola- 

5. da en e l  lado abierto de l a  carcasa de metal.
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Debido a lo s  coeficien tes de d ila tac ión  té r  

mica tan  d istin to s entre e l  metal y l a  resin a  sin té­

t ic a  se forman en lo s  elementos de construcción semi­
conductores de e s ta  c lase , bajo lo s  cambios de tempe­
ratura, frecuentemente g r ie ta s  en lo s  lugares de cbn- 
tacto entre e l metal y l a  re s in a  s in té tic a * A través 
de e s ta s  g r ie ta s  entran m aterias extrañas, especial­

mente vapor de agua, a l in te r io r  de lo s  elementos semi­
conductores y perjudican sus propiedades de funciona­

miento.
Este defecto se podría ahora in tentar de evi 

ta r  empleando como masa de c ierre , en lugar de l a  re­
sina s in té tic a , un m aterial con coeficien te de d ila ta  

ción térmica más favorable, por ejemplo c r is t a l .  Pero 
justamente mediante e l empleo de l a  resina s in té tic a  
en lugar de c r is ta l  se quieren e v ita r  lo s  elevados gas 

to s de fabricación  de la s  ejecuciones anteriores con 
cierre de m eta l-c r ista l.

La invención tiene por lo  tanto e l cometido 
de d esarro llar  un elemento de construcción semi-conduc 

to r de l a  c lase  mencionada a l principio  de manera que 
contra l a s  variaciones de temperatura muestre por lo 
menos aproximadamente l a  misma capacidad de re sisten ­
c ia  como un elemento de construcción semi-conductor 
con cierre de m eta l-c r ista l.

Una solución especialmente se n c illa  y e ficaz  
de este  cometido se logra  s i ,  segdn l a  presente inven 
ción, l a  carcasa de metal muestra en su in te r io r  por 
lo  menos una lámina de empaquetadura que, a ambos l a ­
dos, esté  rodeada de resin a  s in té tic a . Un efecto espe.
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'Cialmente bueno se logra s i ,  e l u lte r io r  desarrollo 
de l a  invención, todas la s  p iezas que toman parte en 

l a  empaquetadura del elemento de construcción semi-con 
ductor están coaxialmente desarro lladas.

U lteriores d e ta lle s de l a  invención se descri 
ben y explican con más d eta lle  a base de dos elementos 

de construcción semi-conductores representados en el 

dibujo, de lo s  cuales uno representa e l estado de l a  

técn ica indicado a l  principio.
Muestran:
Figura 1 un elemento de construcción semi-con 

ductor, conocido, en corte ax ia l.
Figura 2 un elemento de construcción semi-con 

ductor, según l a  presente invención, en corte ax ia l.
El elemento de construcción semi-conductor co, 

nocido según l a  Figura 1 tiene una construcción esen -  
cialmente rotativo—sim étrica. Con 4 se denomina e l cris 
t a l  semi-conductor, con 3 l a  carcasa de metal, con 2 
e l  relleno de resina s in té tic a  y con 1 uno de lo s  dos 
electrodos. E l otro electrodo e s tá  formado por l a  car­

casa de metal 3.
E xiste  una temperatura Tb bajo l a  cual la s  

fuerzas entre l a  carcasa de metal 3 y e l relleno de re, 
sin a  s in té tic a  2 son mínimas. E sta  temperatura no e stá  

obligada a concordar con l a  temperatura de endurecimien 

to de l a  resina sin té tica , ya que el endurecimiento es­
t á  ligado a una perdida de peso. S i  abora, partiendo de 
l a  temperatura To, se en fria  e l elemento semi-conductor, 
entonces e l relleno de resina s in té tic a  2 tiene l a  ten­
dencia, debido a su mayor coeficiente de d ilatación , de
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.contraerse más que l a  carcasa de metal 3. E jerce por 
lo  tanto sobre l a  carcasa de metal 3 unas fuerzas de 
contracción que conducen fácilmente a agrietamientos 
en lo s  lugares de contacto entre e l  metal y l a  r e s i  -  
na s in té tic a . A temperaturas superiores a To, por e l 
contrario, se presentan fuerzas de d ilatac ión  que no 

favorecen una formación de gi-ietas.

Para lograr una mej or hermeticidad muestra 
e l elemento de construcción semi-conductor de l a  pre­

sente invención segdn Figura 2, que por lo  demás tiene 

esencialmente l a  misma construcción como e l  conocido 
elemento semi-conductor de l a  Figura 1, l a s  partes co­
rrespondientes están indicadas con l a s  mismas c if r a s  

de referencia, adicionalmente una lámina de empaqueta 
dura 3a q¡ue es un componente de l a  carcasa de metal 

3- La lámina de empaquetadura 3a e s tá  d ispuesta en po­
sic ió n  coaxial y divide l a  parte in fe r io r  del relleno 
de resin a s in té tic a  2 en una parte ex terio r 2a y en 
una parte in te r io r  2b. La lámina de empaquetadura 3a 
tien e , en comparación con e s ta s  partes 2a y 2b, un gro 

sor más reducido. Al v aria r  l a  temperatura sigue por 

lo  tanto l a  lámina de empaquetadura 3a l a  contracción 
o d ila tac ión  de l a  carga de resin a  s in té t ic a  2. Consi 

deremos primeramente e l caso de una disminución de l a  
temperatura en relación  con To. Como l a  contracción de 

l a  carga de resin a  s in té tic a  2, debido a l mayor coefi­
ciente de d ilatación  térmica, es mayor que l a  contrac­
ción de l a  lámina de empaquetadura 3a, se empuja l a  l á  
mina de empaquetadura 3a por ambos lados, de manera que 
a temperaturas in ferio re s a To no es posible un arranca30



do de l a  lámina de empaquetadura 3a*
En e l caso de aumentar l a  temperatura en re­

lación  con To se empuja l a  lámina de empaquetadura 3a 

desde dentro, debido a l a  mayor d ilatación  de l a  car -  
ga de resin a s in té tic a  2. E sta  se desplaza por lo  tan­

to más hacia fuera a como se r ia  e l caso sin  l a  carga 
de resina s in té tic a  2. Debido a l a  d ilatación  más re­

ducida de l a  lámina de empaquetadura 3a actúa sin  em­
bargo una fuerza de tracción  entre l a  lámina de empa­
quetadura 3a y l a  parte exterior 2a de l a  carga de re 

sin a  s in té tic a  2. E sta  fuerza de tracción  es sin  em -  
bargo muy reducida debido a l menor grosor de pared de 

l a  lámina de empaquetadura 3a, de manera que también 
a temperaturas superiores a To se ev ita  ampliamente un 
arrancado de l a  lámina de empaquetadura 3a.

N O T A
D escrita suficientemente l a  naturaleza del 

invento a s i  como l a  manera de rea lizarlo  en l a  p rácti­
ca, debe hacerse constar que l a s  disposiciones anterior 
mente indicadas son susceptibles de modificaciones de 

d eta lle  en cuanto no alteren su principio fundamental. 

También se hace constar que el invento corresponde a 

una so lic itu d  de patente presentada en Alemania, con 
e l número B 82575 VIIIc/21 g de 26 de junio de 1965, 
acogiéndose por lo  tanto a lo s  beneficios que conceden 
lo s  Convenios Internacionales en v igor, siendo lo  que 

constituye l a  esencia del referido invento y por lo  que 
se s o l ic i t a  Patente de Invención por 20 años en España 

sobre:" Perfeccionamientos en elementos semi-conducto- 
res ".caracterizándose por lo  siguiente:
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1 . -  Perfeccionamientos en elementos semi-con 
ductores provisto de un cierre de m etal-resina sinté­
t ic a , que se compone de una carcasa de metal ab ierta  
hacia un lado y una carga o relleno de resin a  s in té t i­
ca que e s tá  colada en e l lado abierto de l a  carcasa de 
metal, caracterizados porque en e l in te rio r  de la. car­
casa de metal se monta por lo  menos una lámina de empa 
quetadura que se rodea por ambos lados con resin a  sin­
té t ic a .

2 . -  Perfeccionamiento según l a  re iv in d ica  -  
cién 1, caracterizado porque todas l a s  p iezas que par 

tic ipan  en l a  empaquetadura del elemento semi-conduc­
tor se disponen en posición coaxial.

3 . -  "Perfeccionamientos en elementos semi-con
ductores, t a l  y como queda substancialmente descrito en 
l a  presente memoria y en lo s  dibujos adjuntos.
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